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Tentamen i

ETI 146 Elektronik for E2

den 28 maj 2011 kil 8.30-12.30

Léarare: Bill karlstrom ankn 5749 mob 0706244488.
Markus Johansson ankn 5052 mob 0768111541.

OBS! Uppgifterna ar numrerade utan hansyn till svarighetsgrad. Las igenom hela tentan innan du
borjar 16sa nagon av uppgifterna.

Approximationer och forenklingar skall motiveras

Losningarna anslas efter skrivningens slut pa institutionens anslagstavla.
Betygslistan anslas mandagen den 14 juni kI 15 pa institutionens anslagstavla.
Granskningen av rattning far ske tisdagen den 15 juni kl 13-15 pa institutionen.

Tentamen bestar av sex uppgifter som vardera ger maximalt 3 eller 4 poang. Fér godkand tentamen
fordras 9.5 poang. Betygsgranser: 9.5-13.5 p ger 3, 14-17 p ger 4, och 17,5-21 p ger 5.

Tillatna hjalpmedel: Tabellverken Beta B och CRC Standard Mathematical Tables samt bifogad
formelsamling. Godkénd raknare?. Dessa ar: CASIO FX 82, TEXAS TI30, SHARP EL531.

Y Andra typer kan godkénnas av examinator vid tentamenstillfallet.

OBS! Glom ej att tydligt skriva namn och personnummer pa varje sida samt
noteringarna pa forsattsbladet.

Lycka till och ha en trevlig sommar!
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a. For en transistor i en TO220-kapsel &r angivet vérdet Rpjc =2°C/W  Tjpy =150°C. P4
kapseln sitter en kylare sd att Ry,c, = 20°C/ W. Transistorn kommer att sitta i en krets dar

omgivningstemperaturen ar maximalt 40° C . Bestam maximalt tillaten effektforlust i
transistorn. Kylaren har god termisk kontakt med kapseln s& att Ry, =0°C/ W. 0.5p

b. Namn tre anvandningsomraden for kondensatorer. 0.5p

c. Ange anvandningsomrade for foljande resistorer.

NTC-motstand, varistor, LDR-motstand. 0.5p
d. Bestdm R, sd attg,, = 4mA/V for transistorn i kretsen nedan. 1p
— — 2 —
Vi =2V k=4mAN 5V 0.5p
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e. Schemat nedan visar ett klass B-steg. Lat inspanningen vara sinusformad.

Rita ett diagram med inspénningen samt de tre strommarna.
Vilken uppgift har dioderna? 0.5p

S

— L

f. En transistorforstarkare har smasignalschema enligt schemat nedan. Anvand Miller-
approximationen for att bestdmma forstarkarens 6vre gransfrekvens.

1p
o— | o
1000 + oec
+ LT 10ka T
. 200pF ==, !
In ut
_ 100-v
O O




Elektronik 110528 3

Uyt

blir 100ggr for ”laga” frekvenser

2. Bestam R; och R, sa att forstarkningens absolutbelopp

n
och 50ggr for hoga” frekvenser hos forstarkaren nedan.
Kondensatorn far betraktas som en kortslutning vid héga frekvenser och som ett avbrott

vid laga frekvenser. OP:n far betraktas som ideal. 3p
R=10kQ C=0,1nF

. P LUy
3. Schemat visar en s.k. stromfoljare. Bestam —4L, Ut "R. och Ry, (teckna uttryck).
Uin in
Kondensatorerna far betraktas som kortslutna vid aktuella frekvenser. Belastningsresistansen
R, skall ej tas med vid berékning av R;.
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4. | nedanstaende forstarkare valjs vardet pa kapacitansen C, sa att forstarkaren blir kritiskt
dampad. Berakna forstarkarens Fmax 0ch 6vre gransfrekvens. Operationsforstarkaren antas vara
ideal.

R=1 kQ och C;=100 nF. 3p
||
| |Cl
+o—TJ ] — I
R R ——° +
Uin Co—— ——
- i uUt

5. Bestdm R, sd att oscillatorn nedan svanger sinusformat. Bestam aven dess frekvens.
OP:na far betraktas som ideala.
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R=10kQ R;=12kQ C=10nF

6. Bestam CMRR for forstarkaren nedan. For transistorerna géller g,, =6mA/V.

Joma [

4p
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Formelsamling

Elektronik for E2 2011

Frekvens och tidsegenskaper

e Gransfrekvens "3 dB frekvens™ H (a)

Ovre grinsfrekvens: w; eller fs

n st lika poler f, fstor = fr-V2 M -1
1 1 1

n st olika poler >
6TOT fy fo

Undre gransfrekvens: o, eller f,
fy

futor = /—zl/n )

n st lika poler f;

e Tidsegenskaper

Stigtid:  Bestams av ovre gransfrekvensen t, - f5 ~0.35

At -100%, dar
10T 10T

Pulsfall: Bestams av undre gransfrekvensen P, =

= + ...+ o,

Aterkoppling
e Total forstarkning, dar T= slingforstarkning
1+ fF  1-T

A

SZ+S-2ka)0+a)o2

e 2:aordn. system ; k=1 for kritisk dampning
e Villkor for oscillation |T|=1d& £T =0"eller | fF|=1d& /BF =180

Diod

R Vp/nVy
e Diodekvationen b =15 (e 1) dar V1= kT/q =25 mV vid rumstemp.
_ (T,-T;)/10
=12 och 2o

e Temperaturberoende ls, —==-2mV/ °C



Elektronik 110528

MOS transistor
e Storsignalmodell, ic=0

Strommattnadsomradet

Triodomradet

e Smasignalmodell laga frekvenser

g d
o— o)
+ +
Vgs gmvgs rO VdS
o )
S
On = \42k|ID|, ro=Vallp
e Smasignalmodell hdga frekvenser
[ ]
g Cgﬁ d
+° 1| °+
Vv L V.
gs Cgs__ gmvgs ro ds
-0 QO =
S
_9
Cgs_Em-ng
e Millers teorem
Cur=Cyy 1K), Cup=Cy "t dark=Ye

s

Bipolar transistor:

e Storsignal: ic=Peig, Vee= Eo (npn), -Eo (pnp)
/VTE400| |C| M= B/gm, roEVA“C

e m-schema: gm= Ic

Effekt
T,-T,=P 0, dir®

P g = ru cosd
2

For sinushalvperiod

V

9

ia &r den termiska resistansen (°C/W).



